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(57) Abstract: The invention relates to a
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method for bonding a plurality of individual
chips (9) onto a base wafer (1), wherein the
individual chips are stacked on the base wa-
fer in multiple layers, and electrically con-
ductive connections (7) exist between the
vertically adjacent individual chips and the
base wafer with the layer vertically adjacent
to the base wafer, comprising the following
steps in the order stated: a) fixing the base
wafer onto a carrier (5), b) placing at least
one layer of chips in defined positions on
the base wafer, and ¢) thermal treatment of
the chips on the base wafer fixed on the car-
rier.

(57) Zusammenfassung: Die Frfindung be-
tritft ein Verfahren zum Bonden einer Viel-
zahl von Einzelchips (9) aut einen Basiswa-
fer, (1) wobei die Einzelchips in mehreren
Schichten iiber dem Basiswafer gestapelt
werden und zwischen den vertikal benach-
barten Einzelchips sowie dem Basiswafer

und der dem Basiswafer vertikal benachbar-
ten Schicht von Einzelchips elektrisch leitfa-
hige Verbindungen (7) bestehen, mit folgen-

den Schritten in der genannten Reihenfolge: a) Fixieren des Basiswafers auf einem Tréger, (5) b) Platzieren mindestens einer
Schicht von Chips in definierten Positionen auf dem Basiswafer und ¢) Warmebehandlung der Chips auf dem mit dem Tréger fi-
xierten Basiswafer.



